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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月22日(2012.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄膜トランジスタ基板を製造する薄膜トランジスタ基板製造工程を備え、
　前記薄膜トランジスタ基板製造工程は、
　　絶縁基板上に非晶質シリコン薄膜を形成する非晶質シリコン薄膜形成工程と、
　　前記非晶質シリコン薄膜に第１の連続発振レーザ光を照射して、微結晶シリコン膜を
形成する微結晶シリコン膜形成工程と、
　を有する、ことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記微結晶シリコン膜形成工程における前記連続発振レーザ光の一領域あたりの照射時
間は１００マイクロ秒以上である、ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置の製造方
法。
【請求項３】
　前記微結晶シリコン膜に第２の連続発振レーザ光を照射して、前記微結晶シリコン膜の
結晶よりも粒径の大きい結晶のシリコン膜を形成する結晶シリコン膜形成工程を更に有す
る、ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記結晶シリコン膜形成工程では、多結晶シリコン膜が形成され、
　前記第２の連続発振レーザ光の強度は、前記第１の連続発振レーザ光の強度よりも大き
く、
　前記第２の連続発振レーザ光の走査速度は、前記第１の連続発振レーザ光の走査速度よ
りも速い、ことを特徴とする請求項３に記載の表示装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第２の連続発振レーザ光の走査速度は、前記第１の連続発振レーザ光走査速度の１
０倍以上である、こと特徴とする請求項４に記載の表示装置の製造方法。
【請求項６】
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　前記微結晶シリコン膜を使用した薄膜トランジスタは、前記薄膜トランジスタ基板の表
示領域内の薄膜トランジスタであり、前記粒径の大きい結晶のシリコン膜を使用したトラ
ンジスタは、前記薄膜トランジスタ基板の表示領域外の薄膜トランジスタである、ことを
特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項７】
　薄膜トランジスタ基板を備える表示装置であって、
　前記薄膜トランジスタ基板は、
　微結晶シリコン膜により形成された表示領域内の第１薄膜トランジスタと、
　前記微結晶シリコン膜の結晶より大きな結晶のシリコン膜により形成された表示領域外
の第２薄膜トランジスタと、を有することを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　前記第１薄膜トランジスタは、画素のスイッチングに用いられ、前記第２薄膜トランジ
スタは、表示用の駆動回路の一部である、ことを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
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